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MBE growth of GaNAsBi/GaAs multiple quantum well structures 
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半導体 GaAsにビスマス(Bi)及び窒素(N)を添加した四元混晶 GaNAsBiは、組成比を制御するこ

とで GaAs基板上に格子整合しつつ、通信波長帯(~1300, 1550 nm)までナローギャップ化すること

ができる[1]。さらに、バンドギャップの低温度依存性を示すことから、発振波長が温度無依存化

した光通信用半導体レーザーが実現できる可能性がある[2]。 

半導体レーザーにおいて多重量子井戸(MQW)構造を採用することで、低閾値化や高出力化など

の性能の向上が見込まれるため、レーザー材料においては、高品質な MQW 構造が形成できるか

どうかは重要な性質の一つであると考えられる。 

現在、GaNAsBi/GaAs 多重量子井戸構造は、MOCVD 法によって結晶成長された報告のみであ

り、それらでは炭素の混入が観測されている[3]。Bi を GaAs に取り込むためには、比較的低温で

の結晶成長が必要であるが、このことが有機金属の分解を不十分にしていると考えられる。比較

的低温での結晶成長において炭素の混入を避けるためには、MBE 法が有効である。 

本研究では、プラズマ援用 MBE法を用いて GaAs基板上に GaNAsBi/GaAs多重量子井戸構造の

結晶成長を試みた。図 1 に製作した GaNAsBi/GaAs MQW 構造の一例を示す。周期数は 5 に設定

した。また、図 2 に X線回折測定の結果を示す。実測値はシミュレーション結果とよく一致して

おり、MQW 構造に由来したサテライトピークおよび干渉フリンジが明瞭に観測されている。極

端な偏析のない平坦な界面を有する GaNAsBi/GaAs MQWの成長に成功したと言える。 
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Fig.1 Schematic of GaNAsBi/GaAs MQW         Fig. 2 XRD patterns of GaNAsBi/GaAs MQW  
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